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MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
PATENTE DE INVENCION
en
ESPANA ¢
por VEINTE afos

a nombre de w.V, PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN, entidad holande
sa, establecida en Emmasingel 29, BEindhoven, Holanda, por:

WUN DISFOSITIVO AMPLIFICADOR POR TRANSISTOR"™,

La presente invencidn se refiere a un amplificador por
transistores para oscilaciones eléctricas de sefial, en el cual
un‘ﬁanantial de oscilacidén auxiliar se conecta al circuito de
colector del transistor. En una disposicidn de circuitos de es
te tipo ya conocida, las oscilaciones de sefial son mezcladas con
la oscilacidn auxiliar, y la oscilacidn modulada asi ohtenida se
sigue utilizando. El objeto de esta invencidn es un amplifica-

dor con el cual puede lograrse una mayor amplificacién y corres

pondientemente una mejor relacién de sefial a perturbacidn (Vse-
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fial/ruido’). @n particular, se utilizan las oscilaciones mismas

de la frecuencia de sefial obtenidas en el circuito de colector,
y no las oscilaciones moduladas producidas en este circuito.

La invencidn se caracteriza por el hecho de que el circui-
to de colector del transistor va conectaco como amplificador pa
ramétrico mediante interconexidén de una impedancia gue absorbe
cnerpia al meunos a la difercncia entre la frecuencia de seiial y
la frecuencia de oscilacidén auxiliar.

Con el fin de que la invencidn pueda ser puesta en practi
ca con facilidad, a continuacibén se describe de modo wis detalla
ao, a titulo de cjeuplo con refercncia al dibujo adjunto, en el
cual:

- la firjura 1 es una uisposicidén de circuitos conforme a
la invencidn;

- la rijura 2 ilustra las caracteristicas de amplificacidn
medidas en un amplificador coro cl indicado en la fige 15 ¥

- la figura 3 ilustra algunas variantes de la iuwpedancia co
nectada cn el circuito de colector del tramnsistor.

B1 amplificador inuicado en la fig. 1, compreace un manan-
tial de oscilaciones de seiial 1 conectado en el circuito de emi~-
sor de un transigtor 2. ILas oscilaciones amplificadas se obtie-
nen’ por riedio de un circuite resonante en paralelo 3 sintonizado
a estas oscilaciones y conectaco en el circuito de colector del
transistor, y son suministiradas a los teriinales de salida 4.

Para obtener una mayor amplificacidén y una mayor relacidn
de seiial/ruido, respectivamenie, se conecta en el circuito de co
lector del transistor, conforme a la invencidn, un monantial 5
de oscilacidén auxiliar, y dicho circuito de colector comprende
ademds una impedancia 6 que abserbe cnergia a una frecuencia di-

fercencia entre la frecuencia de sefial y la frecuencia de oscila=-
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¢idn auxiliar. La impedancia 6 puede estar construida, por ejeg’
plo, en forma de circuitoc de resonancia en paralelo, intercalado
en serie en el circuito de colector del transistor 2 y sintoniza
do a la frecuencia diferencia entre la frecuencia de oscilacidn
auxiliar y la frccuencia de seiial.

La invencibn se basa en el reconocimiento de que mediante
esta disposicidn de circuitos el circuite de colector del tran-
sistor funciona como amplificador paramétrico. Como es sabido,
hay una capacidad interna, dependiente del valor instantdneo de
la tensién de colector, que actfia entre colector y base (o entre
colector'y emisor, si el transistor funciona en la disposicion
de emisor). La disposicidn en serie cerrada de esta capacidad
interna dependiente de la tensidn, del circuito 3 de oscilaciones
de sefial, del oscilador 4 y de la impedancia adicional 6 da lu-
gar consiruientemente a las condiciones necesarias para una am-
plificacién paramétrica. De preferencia, el valor de cresta de
tensidn de la oscilacidn auxiliar queda justamente por bajo de la
tensidén de alimentacibn, con objeto de que la capacidad interna
del colector varie fuertemente pero la disposicién permanezca to
davia estable. Como es sabido, con esta amplificacidén paramétri
ca se presenta relativamente poca perturbacidn o ruido eléctrico,
de ‘manera que puede lograrse una mayor relacidén sefial/ruico. Ade
mis, en la caracteristica de frecuencia de la amplificacidn puede
influir considerablemente la adecuada eleccidén de las proporcio-
nes de la impedancia 6, pudiendo lograrse, por ejemplo, un mayor
producto de anchura de banda y de factor de amplificacidén. En re
lacidén con esto, tiene también importancia que la pendiente del
transistor sea modificada al ritmo de la oscilacidn auxiliar por
la reaccidén del circuito de colector-base sobre el circuito de

emisor-base, que da lugar a componentes de modulacién mds fuertes,
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los cuales, sesin las circunstoncias, bueden contripuir a incre-
mentar la smpli.icacidn pare .éirice.

ta curva a e la fisz. £ ilustra la amplificacidn medida
en un ejenplo préctico de ejecucidn, cn funcidén de la desviacidn
ge frecuencia f ue la frecuencia media del manantizl de sehal 1,
cuanuo el manantial 5 de oscilacidn auxiliar cstd inactivo. Intro
duciendo el mananiial de oscilacidén auxiliar ¥, la caracteristica
de emnlificacidon tiene las medidas (ue se indican con la curva b
de la fir, 2. %1 manantial 1 sumivistraba una seiial de 2,6 lic/s,
el de oscilacidn auxiliar 5 una frecuencia de 25 Mc/s, los cir-
cuitos 3 y 6 estaban sintonizacvos a 2,6 lc/s y 22,4 kc/s respecti
vamente, 7y el 2 (factor de calidad) de estos circuitos era de 180
para cada uno, las resistencias 7, 3 y 9 eran de 5¢, 10.000 y 75
olmnios, los condensadores 10 a 14 eran de 55 pi', 82 pi, 1¢.0C0 pI¥,
10.000 pi v 0,1 mfd., la tensién de alimentacidén de colector era
de =4 V, la corriente de emisor-colector estaba ajustada a 1 mA
por el manantial de elimentacidén de emisor, La oscilacidén auxiliar
procucida en bornes ue la resistencia 7 tenia un valor de cresta
de 3,7 ¥V, y el transistor £ era del tipo OC 171.

3in salirse del Ambito ¢e la invencidn, la disposicidn de
circuitos indicade en la fig. 1 puede modificarse de wuchas mane
ras. Por cjemplo, puede omitirse ¢l manantial 5 de oscilocidn au
xiliar gi el trancistor 2 ge disnone de inodo gue autooscile a ces=
ta frccuencia auxiliar. 4 este fin, se interirumpe cl conuuctor
13, por cjemplo, y el circuito 1Y sintonizado a esta frecuencia
auzilier no se conecta al mancntial auxiliar 3 sino a los terming
les &0, de 10do0 que se procuce une realimcentacidn regeneraciva de
colector &z base.

s trensistor Z puede asiwismo ser accionaco en uisposicidn

4 3 *, - v . -
dc cnisor comln, em lusar ¢e en uisposicidn de hase coiwine. Como
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es sabido, con la disposicidn de basercomﬁh se hace posible obte~
ner un mayor margen de frecueacias, y la reaccidn del circuito de
salida sobre el de entrada disminuye.

Para obtener una mayor anchura de banda, se puede complicar
bastante la impedancia G, No es absolutamente necesario que esta
impedancia entre en resonancia a la frecuencia diferencia entre la
frecuencia auxiliar y la frecuencia de sefial, sino que es admigi-
ble una considerable desintonia. Es de particular importancia que
la caracteristica de fase de esta impedancia, que, en el caso de un
circuito normal resonante en paralelo, va en adelanto para frecuen
cias inferiores a la de resonancia y en retraso para frecuencias
superiores, tenpga un curso débil, o incluso opuesto, en las proxi
midades de la frecuencia diferencia en cuestiodn.

Un sencillo método para consesuir estas propiedades es el que
ge ilustra en la fig. 3A. En paralelo con el circuito resonante en
paralclo 6, que estd sintonizado a la frecuencia diferencia, se diE
pone un circuito resonante en serie amortiguade 25, 26, 27, también
sintonizndo a esta frecuencia diferencia. BNMediante un adecuado di-
mensionamiento del circuito 25, 26, 27, se puede lograr la convenien
te variacidén de fase.

Co&o es sabido, por las experiencias realizadas sobre amplifi
cadores paramétricos, no es necesario tampoco que la frecuencia de
sefial sea, invariablemente, inferior a la frecuencia auxiliar. El
circuito 6 se sintoniza aqui también a la frecuencia diferencia en
tre la de seftal y la de oscilacidn auxiliar, y en seriec con este cir
cuito 6, en el circuito de colector del trangsistor 2, se conecta otro
circuito 30 resonante en paralelo (fig. 3B) sintonizado a la frecuen
cia diferencia entre la frecuencia de oscilacidén auxiliar y la fre-
cuencia de resonancia del propio circuite 6.

lsta solicitud que corresponde a la presentada en Alemania, el
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10 de Junio de 1959, bajo el afm. ¥ 16861 VIIIa/21a4, se acoge &

los bencflicios del articulo 31 del vigente Iistaiuto sobre Propie-

dad Indusirial.

NOTA

Los puntos de invencidn propia y

nueva gue se presentan pa-

ra tue sean onjeto de esta solicituc de Patente de Invencidn en

Tepaiia, por VuINLL afiog, son los sijuientes:

1.- Un aispositivo amplilicador
ciones eléciricas de sedal, en el cucl

cion auxiliar concctado cn el civcuito

por transistor para oscila
hay un manan.ial de ogcila

de colector cel transistor,

caracterizado por el hccho de gue el circuito de colector del tran

sistor va dispuesto como amplificador paramétrico mediante inter-

conexion de una impedancia gue absorbe
cuencia diferencia entre la frecuencia
+ .4 . s

oscilacion auxiliar.

2.~ Un dispositivo amplificador
la reivincicacidn 1, ceracterizado por
cia Je ogcilacidn auxiliar es obtenida
realimentacidn regenerativa.

Ve= Un dispositive amplificador

la reivindicacidn 1 6§ 2, caracterizado

energia al menos a la fre-

de seiial y la frecuencia de

por transistor, conforme a
el hecho de que la frecuen

en el trangistor mismo por

por transistor conforme a

por el hecho de que la im-

pedancia conectada en el circuito de colector del transistor pre-

senta, en las proximidades de la frecuencia diferencia entre la

frecuencia de oscilacibn auxiliar y la

frecuencia de seifial, una

’ K - « 7 -
caracteristica plana o incluso, en comparacion con la de un cir-

cuito resonante en paralelo, una caracteristica de inversidn de fa

Seo

4.~ Un dispositivo amplificador

conforme a la reivindicacidn
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J, caracterizado por el hecho de cue la impedancia esta construi
da en forma de circuito resonante en paralelo sintonizado a la
frecuencia diferencia entre la frecuencia de sefial y la frecuencia
de oscilacibn auxiliar, conectado en paralelo con un circuito de
resonancia en serie amortiguado, sintonizado a esta frecuencia di
ferencia.,

5.,- Un dispositivo amplificador por transistor.,

Tal y como se ha descrito en la lemoria c¢ue antecede, repre
sentado en el dibujo gue se acompafia ¥y con los fines ¢ue se han eg
pecificado.

ista Memoria consta de siete hojas escritas a mAquina por una
sola cara.,

e
Haarid, = Y .

PoAe

LFG.. -7 -

Y i “l ‘\,



&oo

IYTY

e 94 ’
18 20 2
¥ 3]

400

1000 " 4000 10000 = f
H;

FIG.2 -

&

¥

PRV

il (N
. [
S R T




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



